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Troche historii

aboratories, Murray Hill, New Jersey - 1947

John Bardeen Walter Brattain
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Juntion Transistor

3 2k 1949 Shockley wymysla tranzystor oparty o strukture sandwicha.

The First Junction Transistor
First transistor with diffused pn junctions by William Shockley
Bell Laboratories, Murray Hill, New Jersey (1949)
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BJT - bipolar junction transistors

curment flowing

through transistor




Tramsistor bipdslarse FrHE CUESEG AamsE an quanld alla confeRions partes
cmnche negalive (elettrors) o caniche positive (lacunal
Colle e Ematiitore - .
Aldlerminio

(comduttore)

Biossido di silicio [
isolante (SIO2)

Base

Silicio P drograto con boro
Silicio N drograto con fosforo

Biossido di silicio
isaolante (SIC2)

Alluminio
_— (conduttore)

Lo sirato P cosltibuisce una barriara
al flusso di corrents tra eamettitore &
collattore tfranne il casao im cui si

| applica alla base un opporiuna
licio 0 Germanio et tensione di polanzzarione.
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FET — Field Effect Transistor
Tranzystor polowy

Wynaleziony w Bell Labs w 1960r.




FET — Field Effect Transistor
Tranzystor polowy

Wiaczony Wytaczony |



pr— JFET —

e 51 JFET

. [AESFET ==

— GaAs JJFET—

o Jja

=
V-GROOVE
MULTICHANNEL

=

DIFFUSED
GROWN

e 51 WAESFET

— GaAs MESFET™

HETEROJUNCTION

SINGLE GATE
DUAL GATE

e InP IMESFET

— [ AOSFET=

MESFET

— Si MO SFET —

m— [NTERDIGITAL
STRUCTURE

— HETEROSTRUCTURE

= NMOS, PHOS
= CMOG
e HIMO'S

— DMOS, DIMOS

e WVRWIOS

e (=l MACSFET

— 505, SOI



Produkcja Tranzystorow

zjawiska wystepujace przy produkciji :

Epitaksja — wzrost pojedynczych krysztatéw na
powierzchni poétprzewodnika

Depozycja — osadzanie oparéw domieszki na powierzchni
potprzewodnika, w wysokiej temperaturze

Implantacja jonéw — przyspieszane jony pierwiastkow
domieszki zderzajq sie z pétprzewodnikiem i wnikajq do
jego wnetrza

prazniowa

Stumien jon
Ujemnych

Phytka

¥
potprzewodnika




Photoresist

——Photoresist
L
510, (Glass)
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Technologia Planarna

— Photoresist
TS0,

Silicon Wafer

___—— Photoresist
~ $i0,

Silicon Wafer

Silicon Wafer




- Active region

= 5i0, - Field Oxide
{_1scﬂates active regions trom
other active regions)
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+#* Self-aligned source
and drain ** ™

do NOT

extend underg

the gate.

Contact cuts _

L |

Field Oxide
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Co dalej z tranzystorem
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Immersion Litography

Liquid

recovery




Nanofluidical Transisw ‘




' Tranzystor oparty na nanorurkach

- nanotube
drain
electrode
source l
electrode _




Dziekuje za uwag




